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Zuaainmenf assung . 

Elektronisches Bauteil und Verfahren seiner Herstellung 

Die Erfindung betrif ft ein elek^onisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchip (2) , der eine aktive Oberseite (3) uxld eine 
pa««ive ROck..ite (4) auf waist. Der Halbleiterchip (2) w.rd 
von einem gesagten Rand (5) umgeben. Dieser Rand (5) aus 
Halbleitermaterial weist prof ilgesagte Konturen (6) auf . Die 
> profilg^sagten'Konturen <S) sind von eineir einen Kunst- 

stoffrand (7) bildenden Kunatstof fmasse (8) umgeben, wobex 
die Kunststoff masse (8) mit den pxofilgesilgteii Konturen (6) 
Jl" formechliissig in Bingriff steht. Die Erfindung betrifft fer- 

^ ner ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen. Bauteils 

15 U> - . 

[Figur 1] 
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Beschreibung 

Elektronisches Bauteil tnit elnem Halbleiterchip 

. 5 Die Erfindung betrifft ein elektronisches Ba^ateil mit einem- 
. Halbleiterchip, der eine aktive Oberseita und eine passive 
Riickaeite aufweist und von einem gesagten Rand umgaben ist. 

Derartige elektroniache Bauteile wpisen als Gehauee eine 
10. Kunststofftnasse auf, die den gesamten Halbleiterchip ein- 

sclilieSlich Bondverbindungen zu einem Systemtrager und teil- 
weise den Systemtragei- eelbst umgibt. Sind die elektronischen 
jfL ■ Bauteile ftir identif izierungskarten, Bankkarten, Buchungskar- 
. V . ten Oder iCarten fur Schliefisysteme vorgesehen, so weisen sie 

15 anstelle eines GehSuses lediglich auf ihrer aktiven- Oberseite 
eine Umverdrahtungsfolie auf , welche Kontaktf lachen. die un- 
mittelbar auf dem Halbleiterchip angeordnet sind, uber tJtaver- 
drahtungsleitungen auf KontaktanschluSf ISchen und/oder auf 
Aufienkpntakte verteilen. In derartigen Fallen bildet der.ge- 
20 sagte Rand fttr jedes einzelne Halbleiterchip. gleichzeitig 
auch den Rand des elektronischen Bauteils . 

Beide Bauprinzipieh fiir elektroriische Bauteile mit Halblei- 
^: terchips haben Nachteile. In dem einen Fall des von Kunat- 

j' 25. stof f umhfillten Halblei terchips let der Volumenbedarf des 
.>:^- . elektronischen Bauteils mit Kunststof fgehause und Systemtra- 
ger eriormgrofi und kann fur minlaturisierte Schaltungsanord- 
nungen nicht eingesetzt werden. In dem anderen Fall, bei dem 
ein gesagter Rand unmittelbar die Aufienkariten des elektroni- 
.30. schen Bauteils bestimmt, ist das elektronische Bauteil &u- 
• Serst klein im VoXumen, zumal . die genannte Umverdrahtungsfo- 
lie aufierst dunn ausgeftlhrt werden kinn. jedoch sind derarti- 
ge elektronische Bauteile empf indlieh. beim Handhaben, beim 
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Testen, beim Versenden und bei., Weii^erverarbeiten sowie bexn. 
Binp^ssen, beispielsweise in Chiplcar.en. Dabei .ue. ™it e.ne. 
. HOW .USSCHU.S gerechne. warden oder eina besondere Sor^fa^t 
. beixn Handling xn^E beachtet warden. In dem einen Fall xst dxe- 
5 wirtschaftlichkeit durch den hohen Ausachuss. in Frage, ge- 
.tellt. in den, anderen Fall ist tnit der Sorgfalt beim.Hand- 
; ling ein zusatzlicher Zeitaufwand verbunden, der jeden Pro- 

zesB.chritt verlangsamt und/oder einen zu^atzlichen apparati- 
ven Aufwand f^r Vbrrichtungen =.um Greifen, Bestucken und an- 
10 derer Manipulationen erf ordert . 

Aufgabe der Erfindung let bb. ein elektronisches Bauteil mit 
. einem Halbleiterchip, der eine aktive Oberseite W eine pas 



15 



20 



sive Rfickseite aufweist und von einem gesagten Rand umgeben 
ist, anzugeben, bei dem der Ausschuss bei gleichzeitiger Vex- 
einfachung des Handlings der Baut.eile vermindert werden kann 
DarAber hinaua 1st es Aufgabe der Erfindung. ein Verfahren . 
zur Herstellung eines solchen elektronischen Bauteils anauge^ 
ben- 

Diese Aufgabe wird mit dem Qegenstand der unabhAngigen An- 
spruche gel6st. Merkmale vorteilhaf ter AuBfillirungsformen er- 
geben sich aue den abhangigen Anspriichen. 

V ; 2S . GemaS der Erf indung weist das elektronische Bauteil einen 

. Rand. des, Halble iter chips aus Halbleitermaterial mit profilge 
'. ■ ' sagten Kontiiren aixf und ist von einer einen Kunststof f rand 

bildeAden Kunststoffmasse umgeben. wobei die Kunstatoff masse 
. • . . ■ mit den profilgesSgten Konturen des Randes aus Halbleiterma- 
30. terial forraschlQssig in Eingriff steht. 

Ein derartiges elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter- 
.: chip, der eine aktive Oberseite und eine passive Ruckseite 
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• . aufweist und von einem gesagten Rand umgeben ist, hat den 

. ■ vorteil, dass der ges^gte Rand aus Halbleitermaterial nicht 
unmitte-lbar beim Handling gef^hrdet: ist, da er von einer 
Kunststoffmasae umgeben wird. Eine derartige Kunststof fmasse 
^ . 5 auf einem gesagten Halble it errand eines herk6inmlichen Halb- 
leiterchipe halt jedoch nicht. alien verarbeitungs- mid be- 
. . . triebsbedingten Beanspruchxmgen stand, so. dass die Gefahr. des 
. teilweise Abl6sens des Kunststof f randes besteht. Der Vorteil 

• . . der vorliegenden Erfindung iBt es, dass der Rand aua Hall>lei- 
10 termaterial pro£ilg.esagte Konturen aufweist, die der art ge- . 

staltet eind, dass die Kiwistatof fmaBse mit den prof ilgesSgten 

Konturen f ormschldssig in Eingriff stehc und soihit eine in- 
-1% . tensivere Verbindung mit dem gesagten Halbleiterrand gewShr- 
" ' . ■ leisten kanni Gleichzeitig konnen durch speziell vorgesehene 
15 . Profilkonturen unterschiedliche Phasen an den Halbleiterchip 

angeformt werden, so dass die Kantenstabilitat des Halblei- 

termaterials verbessert wird. 

in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung weist der 
20 Kunstatoffrand einen rechteckformigen Querachnitt auf und ist 
zur aktiven Seite des Halbleiterchips hin um eine spitz zu- 
laufende Dreieokefiache erweitert. Diese spitz. zUlaufende 
Dreiecfcsf lache im Querschnitt des Kunstatof f randes wird durch 
Anphasen des oberen Randes dee Halbleiterchips erreicht - Da 
im Raiidbereich der aktiven Oberseite eines jeden Halbleiter- 
chips. ein breiter Bereich vorgesehen ist/ d4r als sageepurbe- 
reich nicht von aktiven Bauelementen der aktiven Oberseite 
des aalbleiterehips eingenommen wird, ist ein Anphasen des 
Randbereichs ohne Ver.lust von Halbleiteroberfiache moglich. 



30 



.in einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung weist der 
Kunststoffrand einen rechteckigen Querechnitt mit einer ihn 
zur aktiven Seite des Halbleiterchips hin verbreitemden zu~ 
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satzlichen Recht:e.kflache auf . in diese. zweiten Ausfuh^gs- 
form der Erfindung wird anetelle der Anphaam^g de^ Halblea.- - 
t^chipe im Randbereich eine rechteckfarmige Einkerbung de« 
Handbereichs ..orgenommen , wodurch eine Kontur entsteht, dxe 
I.-f 6rmig dks Halbleitermaterial umgibt . Diese L-Porm Hann mit 
Hilfe einar Profilsage beim Auft^llen des Wafers in Halblei- 
terchipa gewonnen werden. Der Vorteil dieeer L-Fo^ besteht 
in einer erh6hten FormBchlussigkeit. zwischen Halbleitermate- 
rial und Kunststoffmasse. im Randbereich des Halbleiterchips , 



10 



In einer weiteren Ausfahrungsform der Erf indung weiet der 
Kunststoffrand einen Querechnitt mit einer Einkerbung in die 
YM • aktive Oberaeite des Halbleiterchips auf. Wahrend die ersten 
; beiden Ausf Qhrungeformen lediglich- den Randbereich anphasen, 
XS wird in dieser dritten Ausf flbrungsf orm der Erfindung auf der 
, aictiven Oberseite im Randbereich des Halbleiterchips eine Nut 
. • , Oder Vertiefung eingebracht. Mit dem Binbringen einer derar- 
tigen Einkerbung ist der Vorteil verbunden, dass die Forin- 
schiaesigkeit zwischen Kxinststoffmasse und Halbleiter zusStz- 
. . . 20 lich erhoht wird. Eine derartige Auafmirung.B£orra kann vorse- 
hen. dass der Kunststof f rand einen U-f6rmigen Querschnitt mit 
unterschiedlichen Schenkeliangen aufweist, wobei der JcGrzere 
Schenkel in eine Nut im Randbereich der afctiven Oberseite des 
Halbleiterchips eingreift und der ISngere Schenkel eine 
'■- "^^5 Kunststof faufienkante ftlr das elektronische Bauteil bildet. • 
) gp Somit entspricht der langere Schenkel des u-formigen Quer- 
^ . schhitts mindestens der Dicke des Halbleiterchips, wahrend 
der kfirzere Scheiikel die in der prof ilgesagten Kontur des 
Halbleitermaterials des Randee des Halbleiterchips einge- 
30 brachte Nut auffiillt. 

zur weiteren verbesserung der Haftung des Kunststof frandes an 
. \ dem profilgesagten Konturen aus Halbleitermaterial des Halb- 
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leiterchips kann zwischen den, Rand aus Halblaitermaterial- und 
der KUnststoffmasse eine Haftvermittlerschicht angeordnet 
sein. Eine derartige Haftvermittlerechicht bringt zusatzlich 
\ mikroskopisch' feine Formschlusse ein, die ein Abplatzen Oder 
5 Abf alien der Kunststof fmasse von dem prof ilgesSgten Rand des 
Halbleitermaterials verhindert : Dazu weist eine Haftver^litt- 
. lerschicht in vorteilhafter Weiss' eine dendritische Struktur 
auf . Derartige dendritische Strukturen kSnnen durch galvani- 
! sche Abscheidung von Metalloxiden als Haf tvermittlerschicht 
10 auf dem prof ilgesAgten Rand des Halbleitennaterials aufge- 
-bx-acliLt: sein. 

In Abh&igigkeit yon der jeweiligen Anwendung des elektroni- 
■.schen-Bauteils kann. die aktive oberseite des Halbleiterchips 
..IS. iii einer weiteren Ausf abrungsf orm eine integrierte Schaltung 
• aufweisen. Derartige integrierte Schaltungen werden durch den 
Kunststoffrand vor Beschadigungen geschiatzt, da keine Mikro- 
risse bei StolSbelastung von dem Halbleiterrand in den aktxven 
Bereich des Halbleiterchips hiheinreicben kSnnen. Durch die 
20 dantpf ende Wirkung des Kunststof f randes werden Stafie abgemil- 
4ert und ein unmittelbares Abplatzen von Halbleitermaterial 
. im Ran«abereieh wird verhindert. Derartig geschutzte Bauteile 
bedtirf en bei der Weiterverarbeitung, insbesondere beira Testen 
und beiro Kinbau in Chipfcarten keiner besonderen Sorgfalt im 
25 Handling. Sie kfinnen vielmehr relativ zugig mit vereinf achten 
Bestf^ckimgsautbmaten. weiterbearbeitet werden. 

• wird zum Ubergahg der auf der aktiven Oberseite des Halblei- 
terchips befindlichen Kontaktf lichen "auf Aufienkontakte eine 
. 30 Umyerdrahtungsfolie eingesetzt, bo kann in einer weiteren 

Ausftlhrungs form der Erf indung in der Omverdrahtungsf.olie ein 
. . ;. zentraler Bondkanal angeordnet sein, lind die Kontaktf lachen 
der aktiven Oberseite des Bauteils in diesem Bondkanal ange- 
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11^, daee Bondverbindu^gen von den Kon.a3c.f lichen auf de.^ 
• . HrxIieite..Kip .u Kon.aK.an.cnluss.l.c.en a.f de. Un.ve.drah- 

.,"^.olieHe..e..ell.we.den~ 
S beiLg cine, de.artigen Bau.eil. wird der BondKanal .xt den 
. .. Bonddraht:en ebenfalls mit einer Kun.tstpff masse vergossen 
: caie Bonddxah.e im Bondkanal zu ach^tzen. Ein zentraler Bond- 
Jcanal f<i. central angeordnete ^n.alctf lachen auf ^er alct.ven 
Gber-.«it:e dee Halbleiterchipa wird dann angewaridt, wann das 
. 10 Halbleiterchip integrierte Schaltungen aufweist, 

;1 Handelt es sich wie in einer weitereh Ausfxihrungsf orm der Er- 

(*, fiiidung faei den aktiven Elementen auf der Oberseite des Halb- 
• . leiterchips um einen groBf lachigen Beriibrungssensor, so wxrd 

15 in der Unrverdrahtungsfolie im Randbereich dee Halble iter chips 
■ein Boiidkanal vorgesehen. so dase die uberwiegende active 
Oberseite des Halbleiterchips als Sensorf lache' f reigebalten 
■ ■ ' bleibt. Auch in dieser Ausfuhrungsform der Erfindung werden 
die Bonddrahte im seitlich angeordneten BondkanaX mit einer 
50 Kunststoffmasse vergoasen. Deshalb ist es in einer weiteren 
. Auafvihrungsform der Erfindung vorteilhaft, dieses Vergiefien 
mit einer Kunststof fmasse mit dem VergieSen der profilgesSg- 
ten Konturen des Halbleitermaterials zu verbinden. so dass 
xiur ein Verf ahrensschritt zu^ Auf bringing der Kunststof fmasse 
' ■ 25 . sowohl in den Bondkanalen als auch in den Randbereicben er- 
. forderlich wird. 

■ in einer weiteren bevorzugten Auefahrungsf orm der Erfindung 
weist die untverdrahtungsfolie Leiterbahnen auf, die von den' 
. 30 Kontaktanscblussfl&chen der Umverdrahtungsfolie zu Aufienlcon^ 
• :. takten auf der umverdrahtungsf olie fuhren. Die AuSenkontakte 
. .. konnen dabei groEflachige AuSenkontakte sein, .um einen Zu. 
■ griff von auSen auf die Schaltungen des elektronischem Bau- 
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teils zu gew&h^leisten. Sie. konnen aber auch in Form von Kon- 
takthSckem ausgebiiaet: sein, urn ein derartigea ela^eronx- 
bches Bauteil auf l^eiterplatten und anderen Verarahtung^.ub- 

straten auf zubringen* 

Ein V^rf ahren zur Heretellung eines d.rartigen elektronischen 
Bauteils weist f olgende Verf ahrensschritte auf . 

Bereitsteilen einea Halbleiterwafers mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Halbleiterehips und dazwischen vor- 
geadhenen SAgespurbereichen, 

Aufbxingen des Halbleiterwafere auf einen Trftger, 
^10:'' .3.. sagen des Halbleiterwafets entlang der Sagespurbereiche 
mit einer Prof ilsage, 

Auffiillen der Prof ilsageapuren mit einer Kunatstoffma- 



1. 



2. 



sse. 



. . 5. ' Trennen des Halbleiterwaf ers zu Halbleiterchips entlang 
.. der Kunststoffmasse mittels sageblattern, deren picke 

Kleiner ist als die mit Kunststoffmasse auf gefflXlten 3&- 
. 20 gespurbreiten in dem Halbleiterwaf er . 

Dieses verfahren unterscheidet sich von der Aufbringung der 
Kunststoffmhsse gleichzeitig oder in Verbindung mit dem Ver- 
. kapseln der Bondkanale darin, dass hier der Kunststof f rand 

25 nocb f Gr sSmtliche Halbleiterchipa eines Halbleiterwaf era an- 
gebracht und bearbeitet wird. Dieses Verfahren hat den Vor- 
teii; dass es auSer dem Prof ilsageschritt und dem anschlie- 
fienden V^r^ieSen der prof ilges&gten Sagespuren mit einer 
Kunststoffmasse keine weiteren Schritte zur Herstellung und 

.30 Trennung von Wafem in Halbleiterchips benotigt. 

Das Einbringen der Kunststoffmasse in prof ilgesAgte sagespur- 
bereiche eines Halbleiterchips kann bei einem Durchffihrungs- 
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beispiel des Verf ahrens mittels Spatelteclmik erfolgen- Dazu 
wird die Kunstetof fmasse mittels eines Spatele in die prof il- 
gesSgten sagespurbereiche eingepresst . 

, 5 Eine v/eitez-e M6glichkeit des Auf fallens der prof ilgeeagten 
. Bereiche besteht dar.in, den Halbleiterchip mit. seinem Tragei? 
in eine Kunst s toff masse einzutauchen und \inter Abstreifen der 
uberf Uissigen Kunstetof fmasse aus dem Kunststof fbad herauszu- 
ziehen. bas hat den Vorteil, dass dieses Verfahren automati- 
10 siert wer-den kann und fGr groSe Stucskzahlen von Wafern geeig- 
•net ist. 



Ein weitere^ Durchfuhrungsbeispiel dee Verf ahrens sieht vor, 
dass die Kunetsbof fmasse mittels Presstechnik in die Profil- 
X5 . sagespuren eingebracht wird- Dazu wird.ein Kunststof f fleck 
auf den Wafer mit Trager aufgebracht und ein Stempel unter 
Stetnpeldruck sorgt f<lr ein schnelles Ausbreiten des Kunst- 
stof fes und. eih Eindringen des Kunststof fes. in* die Profilsa- 
gespuren - 



2Q 



Bex einem weiteren Durchf uJurungsbeispiel des Verf ahrens wird 
die Kunststof fmasse mittels Spruhtechnik in die Prof ilsage- 
sptiren eingebracht . Bei diesem Verf ahren kaim die <iberschuB- 
sige Kunststof fmasse von dem Halbleiterwaf er abgeschleudert 
25 . warden. Nachdem die Prof ils^gespuren in dieser Weise von 
^((fj^ . Kunststof fmasse gefCillt und die Kunststof fmasse eiriem Harte- 
■ . • prozess Oder Temperprozefi unterworfen wurde^ kann durch eine 
endgiiltige Trenntechnik mittels eines dunnen S^geblattes der 
Wafer in einzelne Halbleiterchips getrennt werden, die je- 
.30 weilseinen Kunststof f rand auf weisen, Dazu wird in vorteil- 
. . hafter Weise eine S&ge mit SAgeblattem eingesetzt , deren 
. Dicke kleiner ist als die mit Kunststof fmasse aufgefiillte sa- 
gespurbreite in dem Halbleiterwaf er. 
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Kin weiteres Durchf^ihrungsbeispiel <,e3 Herstallung.verf ah.en« 
sifeht vor, da^s vor dem Trenn^n des Halbleii.e.^a£ers xn Halb- 
leiterchip. mi. einen, Kunstatof f rand dar HalJ.leiterwa£er mxt 
einer tMverdrahtunsafolie bedec3ct wird und -eine Un^erdrahtung 
durchge£<ihrt wird. Dabei werden die Kontaktf lichen auf der 
aktiven Oberseite des HalbleiterchipB V^er die Umverdrah- 
tung^leitungen dar Umyerdralxtungsfolie mit AuSen^^ntakten auf 
der Umverdrahtungsfolie verbunden. 

Nach dem Aufbringen einer dex-artigen Untverdrahbungsfolie und 
der Durchf Qhrung der umverdrahtung konnen die Schritte 3 bxs 
5 des obigen Verfalurens durchgefiihrt werden. Dabei koimen 
gleichzeitig die Bondkanale , die wahrend der Durchfuhrung dar 
tMverdrahtung of fengelegt sind, ebenfalls tnit- Kunststof fmaBse 
atifgefailt werden. Zur Durchfuhrung der Umverdrahtuiig ist es 
nicht erf order lich, zusatzliche Bondverbindungen inittels 
Bonddranten herzustellen, sondern ea k6nnen xuimittelbar uber 
den Bondkanaien freigelegte Flachieiter der Umverdrahtungs - 
laiterbahnen mit den Halbleiterkoxitaktf lichen ^rerbunden wer-. 
den. Diese Teclmik hat den Vorteil. dase der Bondbereich Xe- 
digliqh die Dicke der Umverdrahtungsfolie in Anapruch nimmt:. 
da keine BonddrAhte aus dem Bondkanal herausragen. 

in einer weiteren Durchf Qhrungsf brm der Erfindiing werden noch 
. vor dem Trennen des Wafers in Halbleiterbauteile als AuGen- 
kontakte Lfithocker auf die Umverdrahtimgsf olie aufgebracht. 
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass nach dem Auf trennen . 
des wafers in einzelne Halbleiterchipa nicht riur die Halbled- 
. terchips selbst entetanden sind, sondern bereits ein funkti- 
onaf ahiges vollstandig vollendetes Bauteil fGr einen Binsatz 
in der Flip-Chip-Technologie vorliegt. 
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^ Halbleiterwafer oder eine KeramcLk- 
ein nichtstxukturxerter Halblea ^ eingesetat warden, 

sclxelbe Oder auoh Stahlplatten ala Trager exnges ^ 
::rHalblei.erwafe. wird auf diese T..ge. in « ^ 

C ^ekleL Die Erwei.hung.temperatur de. Thermopla.^es . 
riegrdrei un.er der .e.se.zungs.e^pera.u. d.r -.-o..^^- 
. .e/au. eine. B..opXa.., bo da.s bei. ^KXeben ^^^^^^ - 

Trager der Kunststoff rand der ein.elnen Chip, nxcht beacba- 
XO digt wird. Gleich.eitig muse der E^eichungBpunkt des Ther- 
moplaBt:«s oder Poyn,era des Klebstoffs hocb genug Ixegen, da- 
. nxit far den kurzen Augenblick des Einpreeaens oder Einbrxn- 
• gens der Kunst^tof fmasse in die Prof iluagespuren die gesagten 
■■'.T . Chips auf detn Subatrat sich relativ zueinander nicht ver- . 
. .15 sctiieben. 

' Eine andere Moglichkeit der Fixierung des Halbleiterwafars 
auf einem Trager beateht durch Anwenden von Vakuum6f f nungen 
in der Oberseite des Tragers, derartige Vakuumfiffnungen mfls- 
20 sen jedoch auf die ChipgroSe angepasst ein, so dass nach detn 
prof ileagen. des Halbleiterwafers jedes Chip in seiner Positi- 
on verbleiben kann. Wird als Kunststoff masse ein Epoxidharz 
■ eingesetzt, so kann dieser bei Raumtemperatur aushftrten und 
vemetzen,. so dass er beim Ablosen der Chips von einem Trager 
■ 25- bei erhShter Temperatur nicht anschmilzt . Andere irreversible 
1 m ■ Kunststoff massen werden auf der Basis von Silikonen einge- 

setzt. Auch hier wird nach dem Ausharten der Kunststof fmasse 
eine Temperaturfestigkeit erreicht, die' ein Abl6sen des fer- 
tigen elektronischen Bauteils von einem TrAger, mi t dem. das. 
. . 30 Eauteil uber einen Thermoplast verbunden war, erm6glicht, oh. 
ne daa die Kunststof fmasse beschadigt wird. 
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Mit den. erfindungBgetnaSen elektronischen Bauteil und dem Ver- 
fahren zur He^stelluxxg diee^s Bauteils wird ein Bauteil ge- 
aChaffen/bei dem niche nur ein G^hauae im Be.eich dee Bond- 
kaxvals vorges^hen wird, sondern auoh die Chipkanten hinsxcht- 
lich eine. mechanischen Kantenschut^ea entspz-echend exxcapsu- ■ 
liext werciexx. Damic katm die Sorgf altspf licht beim Handling 
erleichtert wez-den und die Chipkarten konnen mittels Di^pexx- 
sen depart umhuXlt sein, dass ein Formschluss zwischen Bncap- 
sulant und Chipkante entsteht. 

Die Erf indung wird nun anhand von Ausfuhrungsfornian mit Bezug 
auf die bell iegenden Figuren nahereriautert. 

Figur 1 z«igt eine. perspektivische Ansicht teilweise itn 

Querschnitt einar ersten Ausfuhrungef orm der Erf in- 
dung . 

Figur 2. zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im 

Querschnitt einer zweiten Auefuhrungsf orm der Br- .. 
f indungt . 

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im 

Querschnitt einer dritten Ausfflhrungef orm der Er- 

f indung. 

Fi'gur 4 zeigt eine ^rinzipskizze eines auf einem Substrat 
' auf gebrachten Wafers ohne oder mit aufgebrachter 

Uiwerdrahtungsfolie vor dem AufsSg^n in einzelne 
Halbleiterchipbereiche bzw. einzelne elektronische 
Bauteile. 

Figur 5 zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Subatrat 
aufgebrachten Wafers beim Auf eagen mittela Profil- 
30 . sage in einzelne Halbleiterchipbereiche bzw. ein- 

zelne elektronische Bauteile. 

Figur 6 zeigt eine Prinzipaklzze eines auf einem Substrat 
aufgebrachten und prof ilges^gten Wafers ohne oder 



20 



25 
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xnit. aufgebrachter Umvexdrahtungsf olie nach einem 
Auff<illexi der S&gespuren n»it Kunststoffmasse. - 

Pigur V zeigt: .ine Prinzipski.ze ein.s auf einem Subatrat 
. . aufgebrachten Wafers chna oder mit aufgebrachter 

,. 5 ' Utnverdrahtungsfolie, der mit einem Trennsageblatt 

.u eineelnen Halbleiterchipbereichen mit einem 
Kunatstoffrand bzw. zu einzelnen eleJctroniachen 

• Bauteilen mit jeweils einem Kunatstoff rand aufge- 
trennt . ist . 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im Quer- 
. schnitt einer ersten Ausf Obrungsf orm der Erfindung. Dabei 

kennzeichnet die Bezug«ziffer i ein el^ktronisches Bautexl, 
. die Bezugsziffer 2 einen Halbleiterchip, die Bezugsziffer 3 . 
eine aktive'oberseite des Halbleiterchips 2 und die Bezuge. 
ziffet 4 eine passive Ruckseite des Halbleiterchips 2 - Der • 
Rand 5 des Halbleiterchips 2 weist eine prof ilgesAgte Kontur 
6 auf, die von einem Kunststof f rand 7 aus einer Kunetstof f ma- 
sse 8 umgeben ist- 

Die Kunststof fmasse 8 stent mit den prof ilgesSgten Konturen 6, 
formschluseig in Bingriff, da der Ktjnstetof f rand den Halblei- 
tercbip 2 im prof ilgesagten Randbereioh vollstandig umgibt 
. und eine in Richtung anf die aktive Obereeite 3 spitz zulau- 
■ 25 fende Dreiecksf l^che 9 den urspriinglich rechteckigen Quer- 
.)-* . achnitt dea Kunststof frandes. 7 zuaatzlicb f^lr den formschltts- 
sigen Eingriff erweitert. Das. Querschnittsprof il des Kunst- 
. stoffrandes kann naherungsweise auch als L-formig bezeichnet 
.. werden, wobei der Querechenkel des L durch die spit== zulau- 
30 fende. Dreiecksflache 9 dargestellt wird und der L^ngsechenkel 
durch die rechteckformige Querachnittef l^che der Kunststof f- • 
masse, die gleichzeitig einen AuSenrand f Or das eiektrbnische 
. .Bauteil bildet . 



15. 



. 20 

r' . 
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' Anstelle dea Halbleiterchips kann in der. Ausftorungafortn nach 
Figur 1 auch ein Halbleiterchip 1 mit aufgesetzter Unv^rerdrah- 
.tungafolie von dem Kunststof f rand 7 umgeben s4in. Bine derax- 
5 tige UmverdrahtungsfoXie erfullt die Aufgabe, von den mikro- 
skopiach kleinen, d.h, mit AbmesBungen in. Mehrere-Micrometer-. 
; Bereich, Kontaktf lachen unmittelbar auf einem Halbleiterclxip 
avif makroskopische AuSenkontaktflAchen, die mit bloSem Auge 
erkennbar sind, die Mfiglichkeit zu erSffnen, das elektroni- 
10 eche Bauteil unmittelbar in einer Chipkarte oder auf einer 
... I^iterpl&tte zu befestigen und elektriscb zu verbinden. Bine 
derartige Untverdrahtungef olie ist dann ein integraler Be- 
standteil des Halbleiterchips 2 xind stent auf dessen aktiver 

.Oberseite makroskopische AuSenkontaktf lachen zur Verfugwg. 



Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im Quer- 
^schnitt einer weiteren AusfCLhrwgsf orm dear Erfindung. Kompo- 
nenten raxt gleiche^ Funktionen wie in Figur 1 sind mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennzeichnet , so dass eine zusatzliche 
2a Eriauterung ent fallen kann. Der Unterschied der zweiten Aus- 
fiihrungsf orm der Erf indung zur ersten Ausfuhrungsf orm besteht 
iro wesentlichen darin. dase anstelle eines Dreieeksprof ils, 
.das sich in Richtung auf die aktive Oberseite 3 des Halblei- 
terchips 2 erstre.ckt, eine zusatzliche Rechteckf lache lO far 
25 . den formsehliissigen Eingriff der Kunststoff masse mit den pro - 
jj^ filgesagtan Konturen im Halbleitermaterial vorgesehen ist, 

•Die zweitie Ausf Ghrungsf orm nach Figur 2 lief ert demnach einen 
gestuf ten' Ubergang vom gesSgten Aufienrand des Halbleitermate- 
30 rials zu der aktiven Oberseite des Halbleiterchips bzw. der 
Umverdrahtungsfolie, die auf der aktiven Oberseite des Halb- 
leiterchips 2 angebracht sein kann, urn makroskopische At^n- 
anschlufif lachen zu bilderi. Eine derartige Umverdrahtungsfplie 
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• ist dann sinnvoll auf einem Halbleiterchip 2 auf gabracht , . 
wenn dae Halbleiterchip auf seiner aktiven Oberseite 3 inte- 
grierte Schalturxgen aufweist. wird. jedoch der Halbleiterchip 
mit seiner aktiven Oberseite 3 als: Biosensor oder Beruhnings- 
5 sensor eingesetzt, so kann die aktive Oberseite des Halblei- 
. ' terchips Ammittelbar die SeneorflAche bilderi, ohne dass eine 
Umverdrahtungpfolie diese bedeckt. In derartigen FAl^en wird 
. jedoch vielfach an einem der Rander zusatzlich ein Bondkanal 
im Randbereioh des Halbleiterchips angeordnet, um sowohl die 
10 Versorgungsspannung an den Berahrungs sensor anzulegen als 
auch die Signalspaimung von dem Beriihrungs- oder Biosensor 
abzufuhren. „ 

Des weiteren kann eine Umverdrahtungsfolie vorgesehen sein, 
15 wenn der Halbleiterchip auf seiner aktiven, Seite wie oben er- 
wAhnt integrierte Schaltungen tr&gt und in dem Pall ein zen- 
traler Bondkanal in der Umverdrahtungsf olie auf der Halblei- 
terehipoberf l^che of fengelassen wird, um von in einer zentra- 
.len Reihe angeordneten * Kontaktf lachen des Halbleiterchips auf 
20 die Leiterbahnen der Umverdrahtungsf olie liber zugehen - Wenn 

derartige Bondkanaie fur ein elektronisches Bauteil vorgese- 
hen sind, dann wxrd zusatzlich zu der Kunststoff masse fur den 
Kunststof frand auch eine Kunststoff masse in den Bondkanalen 
voirzugsweise in einem einzigen Bearbeitungsschritt vorgese- 
25. hen. . 

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im Quer- 
schnitt einer dritten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. Kompo- 
nenten mit gleichen Funktionen wie in den Figuren 1 und 2 
3 0 warden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet * Tm Unter- 
schied zu den ersten beiden Ausfuhrungsf ormen ist. in der 
,drit ten Ausf dhrungs form der f ormschlussige Eingrif f zwischen 
prof ilgesagten Konturen im Halbleitermaterial . und der Kunst- 
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stoffmasee weiter va^beasert durch eine zusStzliche Binker- 
bung ,Xl im Randbereich de.. aktiven Oberseite 3 des Halblei- 
terehip 2 . , . ^ 

Die Gesamtstrvikfcur des Kunststof f randes ergibt damit eine U- 
Form,: mit einem l&ngeren Schenkel IS, der gleichzeitig den 
AuSenrand fttr das elektronieclxe Bauteil bildet, und ainem 
kurzeren Schenksl 12, der mit seiner Kunststof fmasse die Ein- 
: kerbung 11, die in der Ausf^ilirungsform der Pigur 3 als Nut 13 
ausgebildet ist, auffuHt. Das elektronische Bauteil tnit ei- 
. ner derartigen Kunststof fmasae im Randbereich wird von einer 
. Kunststoffaufienkante 16 vollstandig umgeben und ist somit ge- 

gen St6fie und andere KrSf te . die beim Testen beim Transport 
Oder bei der Verarbeitung auf das elektronische Bauteil ein- 
15 wirken, geschdtzt -. ■ 

Die Haftung der. Kunetetof fmasse S auf den profilgeaSgten Kon-. 
turen 6 aue Halbleitermaterial kann durch eine Haf tvermitt- 
' . J lerschicht, die zwischen dem Halbleitermaterial und der 

Kunststof fmasse 8 angeordnet iat , verbessert werden. Eine 
derartige Haftvermittlerschicht ist nur erforderlich, wenn 
extreme Belastungen wahrend des Testens, des Tra^isports oder 
der Weiterverarbeitung auf das elektronische Bauteil einwir- 
ken. Eine derartige Haftvermittlerschicht kann aus Zinkoxiden 
und/oder Chromoxiden beatehen, die eine dendritische Struktur 
♦ aufweisen. Eine derartige dendritische Struktur ist durch 

galvanische Abscheidung der Zinkoxide und/oder Cliromoxide er- 
reichbar. 



20 



^ 25 
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Figur 4 zeigt, eine Prinzipskizze eines auf einem Substrat 19 
aufgebrachten Halbleiterwaf era 17 ohne oder mit auf gebrachter 
Umverdrahtungsfolie vor dem Aufs^gen in einzelne Halbleiter- 
chipbereicl>e bzw.. einzelne elektronische Bauteile. Die ge- 
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. at^rlchelteh I^inien im Bereich ae« Halbleiterwaf e.s <^-^«- 
: kanftige sagespurbereiche 18 .n, die durch ^ix>e Profxl.^ge 20 

in den H^lbleiterwaf erl7 eingebracht werden- Die Sagespurbe- 
reiche 18 sind au£ dar ^ktiven Obe.seite 3 jeden Halblexter- 
5 Chips 2 frei von Bauteletnenten gehalten. 

. Mit der prof Usage 20 wird die prof ilges^gte Kontur 6 der Fi- 
g^r 3 realisiert. Da.u besteht die Profils^ge 20 aus eixxer 
Packung von beispielswei«e sechs. dichtgepackten " sageblSttem 
XO unterachiedlichen Durchmesaers . Zwei Sageblfttter. die xnage- 
samt eine sagespurbreite b liefem, weiaen den groSten Durch- 
.. messer auf und zwei dazu benachbarte SSgeblAtter weiaen den 

kleinaten Durchmesser dar sageblStter fur die PrpfilsSge 20 
auf . SchlieiSlicli sind auf dieae sagebiatter auSen nochmals 
Sagebl&ttar mit leicht vergrAfiertem Durchraesser gepackt. wel- 
che die Einkerbung 11 der dritten Ausfuhrungsf ortn der Erf in- 
. dung,, die in .Figiir 3 gezeigt wird, realisieren sollen. 

Der Halbleiterwafer 17 weist in Zeilen und Spalten angeordne-, 
20. te Halbleiterchips 2 und die dazwiaehen vorgesehenen sage- 
spurbereiche 18 auf, so dass die Profilsage 20 geradlinig 
iiber den auf einem Trager 19 auf geklebten .Halbleiterwafer 17 

beim sagen gefabrt werden kann. 

. _ . 25 ^igur S zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Substrat 
^'H^ . ; Oder Trager 19 aufgebrachten Halbleiterwafers 17 beitn Aufsa- 
, . gen roittels Prof ilsage 20 in einzelne Halbleiterchipbereiche 
bzw. einzelne elektroniscKe Bauteile . Je nach Verwendungs^ 
zweck des Halbleiterchips 2 kann der Halbleiterwafer 17 be- 
.30 reits eine Umverdra.htungsf olie auf seiner aktiven Oberseite 3 
tragen, die mit dem Halbleiterwafer 17 in Figur 5 profilge- 
eagt wird. Bei dem Profilsagen, wie ee in Figur 5 gezeigt 
wird, entstehen Sagespuren im Halbleitermaterial der Breite b 
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vbid zusatzlich eine prof ilges^gte Kontur 6, die in diesem 
Durchfuhrungsbeispiel der Ausfuhrungsfor-m der Fignr 3 ent- 
^pricht, Es wird folglich gleichzeitig mit der s^gespurbreite 
b eine Nut 13 oder Einkerbung 11 in das Halbleiteirmaiterial - 
bzw- in die umverdrahtungsfolie eingebracht und die Dicke des 
Randbereiche der Halbleiterchipa vermindert. so daee nach 
Auf fallen der Prof ils^gespuren mit einer Kunststoff masse ein 
T-f6rmiger Querschnitt entsteht. 



10 



Figur 6 zeigt eine Prinzipskizze eines auf einein Siibstrat 
Oder Trager 19 auf gebrachfeen und profilgesagten Halbleiterwa-- 
fers 17 ohne odef mit auf gebrachter Umverdrahtungsfolie nach 
^Hf' einem Auffullen der Prof ils&gespuren 21 mit einer Kunststoff- 

masse 8- Die Kunststof fmasee 8 kann mittels Spateltechnik in 
15 die Prof ilsagespuren 21 eingebracht sein, oder mittels 

Tauchtechnik k6nnen die Prof ilsagespuren 21 mit Kunststof fma- 
sse 8 aufgefullt werden. 

Eine weitere M6glichkeit, die Kunststoff masse 8 in die Pro- 
. . 20 f ilsagespuren 21 einzubringeh, besteht darin, die herkommli- 
che Kunststof fpresstechnik einzusetzen, Jedoch ist diese 
Presstechnik, die ublicherweise mit eine Spitzgusayorrichtuiig 
durchgef<ihrt wird, eher geeignet, einzelne Chips mit einem 
Kunststoffrand zu umgeben, als die Prof ilsagespuren eines ge- 
25 aamten Wafers mit Kunststoff masse aufzufullen. , 



Eine weitere Moglichkeit des Einbringens der Kunststof fma- 
Bse. 8 besteht in dem Aufbringen mittels Sprtlh- oder mittels 
Schleudertechnik* Gleichzeitig mit der K\msts toff masse 8 in 
'3a die Prof ilsagespuren 21 konnen Bondkanale einer Umverdrah- 
tungsfolie, sofern sie dem Wafer angepasst auf dem Wafer an- 
* gebracht sind, mit Kunststof f masse 8 aufgefdllt werden. Dazu 
wird noch yor dem Trennen des Halbleiterwaf ers 17 in Halblei- 
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. terchips 2.der Halbleiterwafer 17 mit einer UTnverdrahtungsf o- 
. . lie bede,.lct und eine Umverdrahtung durchgef abr. . Dabai warden 
KontaKtfldchen a^f dar aKtiven Oberseite 3 jedes Halbleiter- 
. chip« 2 mit AuSen]<ontakten uber UTnverdrahtungsleitungen xn 
5 der Un.verdrahtungBfolie verbunden. Die Aueen3cont:a]cte k6nnen 
Aufienkontakt^fl^chen oder AuSenkontakthocker , die auf der On,- 
yerdrahtxmgsfolie aufgebracht sind, darstellen. 

Wie in Figur 6 gezeigt. ist die S&gespurbreite b, die mit 
■10 Kunatstoff gefxlUt: ist, gr6Eer als die S&geblattdicke d eines 
einzelnen Sageblattes 22 einer TrennsSge 23. Somrt ist :ee 
mSglioh. die Halbleiterchips 2 unter Beibahaltung eines 
^ik' Kunststoffrande3 b.w. fertige elektronieche Bauteile X unter 
Beibehaltung eines Kunetatof frandea aus dem Halbleiterwaf er 
15 17 z« ^agen. Zur Befestigung dea Halbleiterwaf ere 17 auf dem 
Trager 19 kann ein thermoplastischer Kunststof f als Kleb- 
■ etof f schicht 24 zwischen dem TrSger 19 und dem Halbleiterwa- 
fer- 17 vorgeaehen warden. Fur die Kunststof f masse 8, welche 
die Profilsagespuren 21 auffullt, wird hingegen ein Zweikom- 
20 ponentenharz eingesetzt, der nacii Auaharten und Vemetzen des 
.. Harzes eine hohere Zersetzungstemperatur aufweist als die Er- 
■ " weichungstemperatur der Klebstof f achicht 24. Durch die Ab- 

stimmung der thermischen Eigenschaften zwischen Kunststof fma- 
. sse 8 und.Klebstoffschicht 24 kann gewahrle ist et werden, dass 
■25 ohne Beschadigung der Kunststof f masse 8 die elektronischen 
-^/W- Bauteile von der Klebstoffschicht 24 durcb ErwSrmen des Sub- 

: . St rats 19 abgenommen' werden k6nnen. 

Figur 7 zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Substrat • 
■ 30 Oder Trager 19 aufgebrachten Halbleiterwafers 17 ohne oder 
. . mit aufgebrachter Umverdrahtungsfolie, der mittels eines 

Trennsageblattes 22 zu einzelnen Halbleitercbips 2 mit einem 
•. Kunststoffrand 7 b^w. zu einzelnen elektronischen Bauteilen 1 
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mit jeweils einem Kunstetof frand 7 aufgetrennt ist. Die 
Trennfuge zwischen den Halbleiterchips 2 bzw. den elektroni- 
schen Bauteilen 1 entspricht der Dicke d des Trennsageblattes 
22 aus Pigur 6. Da das Trennsagebiatt 22 lediglich eine SAge- 
5 blattdicke d aufweist, kaim es die Kvmstatoff masse, die eiiie 
grdfiere Breite b aufweist, unter Zurucklassung eines Kunst- 
stoffrandes 7 mittig dur-chtrennen . Damit wird ein Kunst- 
3 toff rand 7 fClr das elektronische Bauteil 1 erzeugt, der 
f ormschlflssig mit der prof ilgeaAgten Kontur des Halbleiter- 
10 chips 2 in Eingrif f steht . 
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BezugszeichenXiste 
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elaktroniscbee Bauteil 


2 


Halbleiterchip 


3 


aktive Oberaeite 


A 


Ruckseite 


c 


Rand ( ere s aor t ) 


6 - 
w 


prof ilgesagte Konturen 


I 


Kuns 1 3 1 o f f arancl 


Q 


Kunststof £niasse 


9 


zusatzliche Dreiecksf laciie 


10 


zua^tzliche Rechteckf lache 


11 


E inke rbiang 


12 


kurzez-er Schenkel 


13 


Nut 


14 


" Randbereich der Oberseite 


15 


Idnger-er Schenkel 


16 ^ 


Kunststof f aufienkante 


17 


Halbleiterwaf er 


18 


S age spurbe r e i che 


19 


Trclger 


20 


Profils&ge 


21 


Profilsagespuren 


22 


Sageblatt 


.23 


Trennsage" 


24 


Klebstof f echicht 


d 


Sageblattdicke 


b 


Sagespurbreite 



Datum 20.02.01 18:14 FAXG3 Nr: 363725 von NVS:FAXG3.I0.01 01/008933995599 (Seite 29 yon 32) 



20/02/2001 18:17 +49-89-340lB9g0 PATENTANWALT ' ' .. S. 22 

^ PIN 116 P/2000.14219 ' . \ - / 



PatentansprCLche 

■ .1, Elektronisches Bautexl mit einem Halbleiterchip {2), der. 
^ine aktive Oberseite (3) und eine passive Ruckseite (4) 
. 5 . aufweist und von einem gesSgten Rand. {5} umgeben ist, 

wobei der Rand (5) aus Halbleitermaterial prof ilgesagte 
Konturen (6) aufweist und von einer einen Kunststof f rand 
(7) bildende Kunststof fmasse (8) lAmgeben ist, wobei die' 
Kunststoff masse (8) rait den prof ilgesagten Konturen (6) 
10 formschiassig in Eingrif f steht . 

_ . . 2- . Elektronisches Bauteil nach tospruch 1, ^ 

-^^^^ d a d u r c h ' g e k e n n z e i;c h n e t d a s s 

^ . der Kunatstof frand (7) einen rechteckf drmigen Quer- 

15 schnitt und zur aktiven Oberseite (3) des Halbleiter- 

chips (2) hin um eine spitz zulaufenden Dreiecksf 14che 
(9) eirweitert ist, , 

3» Elektronischee Bauteil nach Anspruch 2, 
2Q dadnirch geke n n zeichnet, dass ■ ^ 

Ider Kunetetof frand (7> einen rechteckf ormigen Quer- 
schnitt mit einer ihn zur aktiven Oberseite (3) des 
H^lbi^iterchips (2) hin verbreitemden zus^tzlichen der 
Rechteckf 1 ache (10) aufweist. 

4. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 2 oder Anspruch 2, 
dadurch geke n n zeichnet/ dass 

der Kunststof frand (7) eihen Querschnitt mit einer Ein- 
kerbung (11) in die aktive Oberseite (3) aufweist. 



30 



Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
. spruche , 

dadurch gekennzeichnet,. dass 
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21. 



der Kunststof f^d (7> einen U-f6rmigen Quersohnitt mit 
unterschiedlichen Schenkellangeh aufweist, wobei der 
kurzere Schenkel <12) in eine Nut (13) im Randbereich 
(14) der aktiven Oberaeite (3) des Halbleiterchips (2) 
eingreift und der l&ngere Sclxenkel (15) eine Kunsteto.f- 
.f auSenkante (16) bildet. 

i : Elekcronieches Bauteil nach. Aneprueh 5, 
..dadurch gekennzeichnet, daee 

zwischen dem Rand (5) aus Halbleitermatarial und der , 
Kunststoff masse (8) eine Haf tvermittlerschicht , angeord-. 

J net let- . 

.7. Elektronischea Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

15 sprCLcbe , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die HaftvertiiittXeyschicht. Zinkoxide und/oder Chromoxide 
' . . aufweist 



10 



20 8, 



25 



Elektroniscbes Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Haftvermittlerschicht eine dendritische Str«ktur 

aufweist. 



■^0/ 9. . Elektronischefi Bauteil nach einem der vorhergehenden An 
■ sprOche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die aktive 
- .Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) eine integrierte 
; .30 . schaltung. auf weiet . 



10. 



ElektronlBches Bauteil nach einem der vorhergehenden An 
spruche, dadurch. gekennzeichnet, dass die 
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aktive Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) einen Be- 
rutirungssensor aufweist. 

12 . Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergelienden An- 
S '. r epruche, dadurch gekennzeichnet ,.. das-s die . 

Kontaktflachen in einem Bondkanal im Randbereich das 
Halbleiterchips (2) angebrdnet siiid. 

X3. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
10 epruche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die 

. Kontaktflachen in einem zentralen. Bondkanal angeordnet 
sind. 

.14. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
15 spriiche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass auf 

... der akfciven Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) eine 

.Oraverdrahtungsfolie angeordnet ist, deren Leiterbahnen 
die Kontaktflachen auf dera Halbleiterchip (2) mit AuSen- 
kontakten auf der Unrverdrahtungsf die verbinden. 

20 

15. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
(1) mit einem Halbleiterchip (2) , der eine aktive Ober- 
seite {3) und eine passive Rdckeeite (4) aufweist und 
■■■ ^ von einem ges^gten Rand (5) umgeben ist, wobei der Rand 

25 (S) aus Halbleitermaterial prof ilgesftgte Konturen (6) . 

■■^^ • aufweist und von eine.r einen Kunststof f rand (7) bildende 

. Kunststof fmaase (8) utngeben ist, wobei die Kunststof f ma- 
sse (8) mit den prof ilgesSgten Konturen (6) formschlus- 
sig in Eingriff steht und das Verfahren folgende Verfah- 

30'. r.ensschritte aufweist : 

Bereitstellen eines Malbleiterwafers (17) mit. in 
Zeilen und Spalten angeordneten Halbleiterchips (2) 
und dazwischen "vorgesehenen Skgespurbereichen (18) , 
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Aufbringen dee Halbleiterwaf ers (17) auf einen TrS- 
ger (19) , 

- . sagen des Halbleiterwaf era (17) entlang der Sage- 
spurbereiche (18) mit einer Profilaage (20), 
5 - Auffullen der Prof ilsagespuren (21) mit einer 

Kunststof fmasse (8), 
. - Trennen des Halbleiterwaf ers (17) zu Halbleiter- 
chips (2) entlang der Kunststoffmaese (8) mittels 
sageblatter^ (22) . deren Dicke (d) kleiner ist als 
. iO. die mit KunBtstoffmaase (8) aufgefiillten Sagespur- 

breiten (b) in dem Halbleiterwaf er (17). 



•1 



•Xf^'. ' 16- Verf ahren nachi Anspruch 15, 
.1 , d a du r c h g e k e nn z e i c hn e t , dass 

. 15 • die Kunststof fmasse (8) mittelis Spateltechnik in die 

Prof ilsagespuren (21) eingebracht wird. 

17. Verfahx-en nach Anspnich 15, 

■ dadurcli gekennze.ichnet/ dass 
V20. die kunststoffmasse (8) mittels Tauchtechnik in die Pro- 

f ilsagespuren (21) eingebracht wird- 

18- Verfatiren nach Anspruch. 15, 

dadurch g e k e n n z e i c h.n e t , dass 
25 die Kunsts toff masse (8) mittels Presstechnik in die Pro- 

. .. f ilsagespuren (21) eingebracht wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
30 die Kunststoffmasse (8) mittels Spruhtechnik in die. Pro- 

f ilsagespuren (21) eingebracht wird* 



A 
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20. Verf ahren. nacii einem der Anspruche 15 bis 19, 
dadurch gekenn2eiGhnet,das3 

vor dem Trennen des Halbleiterwafers (17) in Halbleiter:- 
chips (2) mit einem Kunststof f rand (7), der Halbleiter- 
wafer (17) mit einer Umverdrahtungsf olie bedeckt wird 
und eine Umverdrahtung durchgef uhrt wird, wobei Kontakt- 
flachen auf der aktiven Oberseite (3) des Halbleiter- 
chips (2) mit AuiSenkontakten uber Umvferdrahtungsleitiin- 
gen verbunden werden. 

22. verf ahren nach Anspruch 21. 

dadurch gekennzeichnet, dass 

ala AuiSenkontakte Lathocker auf die Umrverdrahtungsf olie 
auf gebracht warden 

23* Verf ahren nach einem der Anepriiche 15 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

Kontaktf lachen auf der aktiven Oberseite (3) des Halb- 
leiterchips (2) in einem Bondkanal angeordnet werdeh. 
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